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Helstu eiginleikar didou

Dioda hefur 2 tengi-enda; anodu og katoou
a Islensku: forskaut og bakskaut]

Di00a leidir vel i adra attina (leioniatt)
Leidir mjog litio 1 hina attina (hindrunaratt)

Straumurinn rennur bara i orvarstefnuna,
(fra anoadu til katoou)

Bakskautio (katdoan) er oft merkt med striki
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Helstu einkenni

Dioda parf forspennu til ad byrja ao leidoa
[Spennan nefnist UF og er oft a bilinu 0,1V - 1V eftir gerd dl’c’)6u]

Diodur pola mismikinn straum i leioniatt
[Straumurinn nefnist IF og er oft a bilinu 10mA - 2kA eftir gerd d|’(’)6u]

Diodur pola mismikla bakspennu
:Spennan nefnist UR og er a bilinu 30V - 2kV eftir gerd dl’ééu]

_ 0g U, eru adalatrioi vio val a diooum



. Didoda = einstefnuloki
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Leioniatt
—{
Straumur rennur,

Pera feer meirihluta T
batterispennu

Hindrunaratt
Enginn straumur
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Oll spennan a diéounni,
engin spenna a perunni



Dioda = umpolunarvorn 1
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- Batteri og taeki snua rett

KIQ feer straum

IO faer ekki alveg

fulla spennu (galli)
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{>| » Batteri snyr 6fugt
» Teekid feer ekki straum




Dioda = umpolunarvorn 2
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Batteri og taeki snua rett
Diooda leidir ekki

Taekio feer allan strauminn
og fulla spennu (kostur)
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Batteri snyr 6fugt

Didda leidir strauminn
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Mikil

nja teeki

straumur

=> Oryggio brennur
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Ymsar gerdir af d|06um
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signal
diode

photodiodes  transient voltage

light emitting d:odes v
Q- supressiondiodes
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cons(tlanctl current S -
zener diodes toge 4?
shottkey diode step recovery
’ diodes super barrier
shockley diode diode
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point contact.

diode

tunnel diodes -

varactor diodes
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gunn diode crystal diode ¢ avalanche diode

LASER diodes \.\_ vaccum diode

silicon controtiea} L‘D‘ peltier diodes
rectiner j‘\‘




Takn fyrir nokkrar dioour

Almennt takn

Zener didda

Ljosdidoa, LED (Light Emitting Diode)

Lj6snaem didoa (Photo diode)
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Schottky didoa



Halfleioaraefni

Frumefni med 4 gildisrafeindir (IV dalkur lotukerfisins)

Ge = Germanium

paegilegt ad vinna med, (parf ekki ad hreinsa jafn vel og Si)
notad i fyrstu diodur og transistora,

fremur sjaldgeeft efni og litid notad nuordid,

ekki hitapolio (80 -100°C)

Si = Kisill
Neest algengasta frumefni jardar,
hefur miklu betri eiginleika en germanium, parf ad hreinsa betur,

hefur naer utrymt Ge nema i sérstokum tilfellum,
polir um 150-200°C hita

C = Kolefni (demantur)

Mjog erfitt i vinnslu,

einstaklega hitapolid >500°C

na er mikill &hugi a tilraunum med kolefnis-nano-ror

Otal efnabléndur ar IV og 111+V dalkum lotukerfis
SiC, SiGe, AlSb, AlAs, BN, GaAs, GaN, GaP, InAs, InN, InP..........




Ibléndun (doping)

Hreinn halfleidari leidir ekki (t.d. Ge med 4 gildisrafeindir)

Iblondun med 5-gildu frumefni myndar “N-efni”
sem hefur lausar rafeindir (negatifa hledslubera)

Iblondun med 3-gildu frumefni myndar “P-efni”
sem vantar rafeindir, hefur “holur” (pdsitifa hledslubera)

Ibléndunin er afar litil, & bilinu 1/10.000 til 1/10.000.000

Rafeindir og holur feerast audveldlega til i N og P efni.
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PN samskeyti

N-efni med lausar rafeindir
P-efni med lausar holur

Sett saman og rafeindir detta i holur naest
samskeytunum (taeemingarsvaeoi)

Spenna i hindrunaratt steekkar teemingarsvaeai,
enginn straumur rennur

Spenna i leidandi att minnkar teemingarsveeadi,
naegileg spenna eyadir pvi, rafeindir detta sifellt i
holurnar og straumur rennur



Kennilina,, (U/l karfa)

L IA
0,5 —
U, [V] B
100 50
[ P o
| g .
Nidur- * Hindrunar-
brots- Sveedi:

y Orlitill N
sveedi: lekastraumur,
Straumur meiri | Ge, |
rennur meiri eftir pvi —
stjornlaust, sem hiti haekkar
didda
skemmist.

Ge-didoa

Leid

ISveeoi:

straumur byrjar ad renna vid

“hnéspennu”
(ca. 06V fyrir Si
. 0,2V fyrir Ge)
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